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ご注意：この日本語データシートは参考資料として提供しており、内容が最新でない
場合があります。製品のご検討およびご採用に際しては、必ず最新の英文デー
タシートをご確認ください。
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DS92LV18
18ビットBus LVDSシリアライザ /デシリアライザ ─ 15-66MHz

概要

DS92LV18はシリアライザとデシリアライザの機能を1チップにまと
めたデバイス (SERDES) で、18ビットのパラレル・データにクロッ
ク情報を埋め込んだ BLVDSシリアル・データ列への変換、およ
び復元を行います。1つのシリアル・データ列ではパラレル・デー
タ・バスで問題となるクロックとのスキューを考慮する必要はないの
で、プリント基板やケーブルでの伝送が容易になります。あわせ
てプリント基板層数やケーブル幅、コネクタ・サイズとピン数などを
低減できるため、コストを抑えられます。

DS92LV18はシステムおよびデバイスのテスト機能を内蔵していま
す。ライン・ループバックはトランスミッタとレシーバ間のシリアル・
データ伝送線路の正常動作を確認する機能で、シリアル・データ
はレシーバでパラレル・データにデシリアライズされ再度シリアル・
データとして出力されます。またローカル・ループバックはトランシー
バの正常動作をローカル・パラレル・バス側から確認する機能で
す。

DS92LV18は、特性を改善した BLVDSシグナリングを高速 I/O
に採用しています。BLVDS が持つ低消費電力かつ低ノイズの
伝送方式により、シリアル伝送において高信頼のデータ転送を可
能にします。差動で構成されるデータ・パスによって電流は逆向
きに均等に流れ、その結果生じる漏洩磁界は結合して EMIを抑
えます。

特長
■ 15～ 66MHzで動作する18:1/1:18のシリアライザ /デシリア
ライザ (全二重時スループット2.376Gbps)

■ シリアライザ・ブロックとデシリアライザ・ブロックの独立動作を
可能にする個別のクロック入力と出力イネーブルおよびパワー
ダウン

■ ハイ・インピーダンス状態でのパワーアップによる活線挿抜保
護と、ランダム・データにもレシーバがロック可能な同期確立

■ 送信クロックに対して受信基準クロックは±5％の周波数許容
範囲を持っているため、システム要件を緩和できるローカル・
クロック方式の採用が可能

■ ライン・ループバック・モードおよびローカル・ループバック・モード
■ BLVDSインタフェースの採用によりバックプレーンおよびケーブ
ルを低 EMIかつ高信頼でドライブ可能

■ 外部でのコーディング不要
■ PLLの内蔵化により外部 PLL部品が不要
■ ＋ 3.3V単一電源電圧
■ 低消費電力：PRBS-15パターンで、66MHzにおいて

トランスミッタ回路 90mA (代表値 )
レシーバ回路 100mA (代表値 )

■ デシリアライザ・レシーバ入力スレッショルド±100mV (代表値 )、
ロック外れ検出機能あり

■ ロック喪失検出と外部報知端子
■ 工業用温度範囲 － 40～＋ 85℃
■ 人体モデル ESD定格 ＞ 2.0kV
■ 小型の標準 80ピンLQFPパッケージ

ブロック図
DS92LV18

TRI-STATE®はナショナル セミコンダクター社の登録商標です。
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18 絶対最大定格 (Note 1)

本データシートには軍用・航空宇宙用の規格は記載されていません。
関連する電気的信頼性試験方法の規格を参照ください。

推奨動作条件

電気的特性
特記のない限り、推奨動作条件における電源電圧および温度範囲に適用。

電源電圧 (VCC) － 0.3V～＋ 4V

LVCMOS/LVTTL入力電圧 － 0.3V～ (VCC ＋ 0.3V)

LVCMOS/LVTTL出力電圧 － 0.3V～ (VCC ＋ 0.3V)

Bus LVDSレシーバ入力電圧 － 0.3V～＋ 3.9V

Bus LVDSドライバ出力電圧 － 0.3V～＋ 3.9V

Bus LVDS出力短絡時間 10ms

接合部温度 ＋ 150℃

保存温度範囲 － 65℃～＋ 150℃

リード温度 (ハンダ付け、4秒 ) ＋ 260℃

パッケージ最大許容電力損失
パッケージ・ディレーティング
80L LQFP
  θJA
  θJC

25℃以上で 23.2mW/℃
43℃ /W

11.1℃ /W

ESD耐圧 (HBM) >2.0kV

最小値 代表値 最大値 単位

電源電圧 (VCC) 3.15 3.3 3.45 V

動作温度範囲 (TA) － 40 ＋ 25 ＋ 85 ℃

クロック・レート 15 66 MHz

電源ノイズ 100 mV(p-p)
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電気的特性 (つづき)

特記のない限り、推奨動作条件における電源電圧および温度範囲に適用。

シリアライザの TCLKに対するタイミング仕様
特記のない限り、推奨動作条件における電源電圧および温度範囲に適用。

シリアライザ・スイッチング特性
特記のない限り、推奨動作条件における電源電圧および温度範囲に適用。
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特記のない限り、推奨動作条件における電源電圧および温度範囲に適用。

デシリアライザの REFCLKに対するタイミング仕様
特記のない限り、推奨動作条件における電源電圧および温度範囲に適用。

デシリアライザ・スイッチング特性
特記のない限り、推奨動作条件における電源電圧および温度範囲に適用。
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デシリアライザ・スイッチング特性 (つづき)

特記のない限り、推奨動作条件における電源電圧および温度範囲に適用。

Note 1: 「絶対最大定格」を超えてデバイスを動作させた場合、安全性は保証されません。また、絶対最大定格の上限または下限でデバイスを動作させるべき
であることを示しているわけではありません。デバイスの動作条件は「電気的特性」の各表により規定されています。

Note 2: Typ値はVCC＝ 3.3V、TA＝＋ 25℃のときです。

Note 3: デバイス・ピンに流れ込む電流を正と定義し、デバイス・ピンから流れ出る電流を負と定義しています。電圧は、差動電圧であるVOD、ΔVOD、VTH、
VTLを除いてグラウンドを基準としています。

Note 4: シリアライザ側が TRI-STATEになることでデシリアライザの PLLロックが外れるため、データの送信の前に同期を再確立する必要があります。

Note 5: tDSR1 はデシリアライザがパワーダウン・モードから復帰した時にロック獲得までに要する時間です。 tDSR1は、パワーダウン・モードから復帰する前から同
期パターン（SYNCPAT）が LVDS入力（RI＋とRI－）に与えられているとして規定されています。 tDSR2は、パワーアップされイネーブルとなっている
デシリアライザで、データを与えていなかった LVDS入力 (RI＋とRI－ )、同期パターンを与えた時点からロック獲得までに要する時間です。tDSR1と tDSR2
は、REFCLKが安定して与えられているものとして規定されています。

Note 6: tRNMIとは、デシリアライザが入力データ列に対してビット・エラーを生じることなく、どの程度の位相ノイズ (ジッタ )まで耐えられるかを示す量です。本パ
ラメータの測定では、理想的なタイミングにあるデータビットを基準としています。詳細はアプリケーション・ノートAN-1217を参照してください。

Note 7: Syncパターンは固定パターンであり、9ビットの "H"に続く9ビットの "L"で構成されています。SYNCパターンは、SYNCピンをHIGHにするとトランスミッ
タによって自動的に生成されます。

Note 8: 統計的解析を用いて設計により保証されています。

Note 9: Total Interconnect Jitter Budget（tJI）は、トランスミッタとレシーバの両方が DS92LV18で構成されている回路で、インターコネクトによって加算される許容
可能なジッタを示します。 tJIは統計的解析を用いて設計により保証されています。

Note 10: VOD仕様は、100Ω負荷の両端に発生するシングルエンドの VOHとVOL出力電圧の電位差を測定したものです。OUT＋  －OUT－ の数式をこの
差分出力に適用すると、データシートでVODと示されている値の 2倍のピーク・ツー・ピーク振幅値を持つ波形になります。
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FIGURE 1.   “Worst Case” Serializer ICC Test Pattern

FIGURE 2.   “Worst Case” Deserializer ICC Test Pattern

FIGURE 3.   Serializer Bus LVDS Distributed Output Load and Transition Times

FIGURE 4.   Deserializer CMOS/TTL Distributed Output Load and Transition Times
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ACタイミング図およびテスト回路 (つづき)

FIGURE 5.   Serializer Input Clock Transition Time

FIGURE 6.   Serializer Setup/Hold Times

FIGURE 7.   Serializer TRI-STATE Test Circuit and Timing
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FIGURE 8.   Serializer PLL Lock Time, and PWRDN TRI-STATE Delays

FIGURE 9.   SYNC Timing Delay

FIGURE 10.   Serializer Delay
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ACタイミング図およびテスト回路 (つづき)

FIGURE 11.   Deserializer Delay

FIGURE 12.   Deserializer Setup and Hold Times

FIGURE 13.   Deserializer TRI-STATE Test Circuit and Timing
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FIGURE 14.   Deserializer PLL Lock Times and PWRDN TRI-STATE Delays

FIGURE 15.   Deserializer PLL Lock Time from SYNCPAT
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ACタイミング図およびテスト回路 (つづき)

FIGURE 16.   Deterministic Jitter and Ideal Bit Position

tRNMI-Lは、上図で左側のノイズ・マージンを意味します。

tRNMI-Rは、上図で右側のノイズ・マージンを意味します。

FIGURE 17.   Deserializer Noise Margin (tRNMI) and Sampling window



12www.national.com/jpn/

D
S

92
LV

18 ACタイミング図およびテスト回路 (つづき)

VOD＝ (DO＋ ) – (DO－ )
差動出力信号は、デバイスがデータ転送モードにおいて (DO＋ )－ (DO－ )で示されます。

FIGURE 18.   VOD Diagram

FIGURE 19.   Typical ICC vs. Frequency with PRBS-15 Pattern (Transmitter Only)

FIGURE 20.   Typical ICC vs. Frequency with PRBS-15 Pattern (Receiver Only)
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機能説明
DS92LV18は、シリアライザとデシリアライザを 1チップに統合した
デバイスです。シリアライザは 18ビットの LVCMOSまたはLVTTL
の入力データを、クロック情報を埋め込んだ BLVDSシリアル・デー
タ列に変換します。デシリアライザはシリアル・データから、クロッ
クとデータを分離し、元の 18ビット・データを出力します。

DS92LV18はトランスミッタ・ブロック(シリアライザ )とレシーバ・ブ
ロック (デシリアライザ )を内蔵しており、それぞれが独立して動
作可能です。さまざまなアプリケーションに柔軟に対応できるよう、
各ブロック単位でパワーダウン制御を行えるようになっています。
例えば、冗長データ・パスとして設けたトランシーバを、電力節減
状態のままでスタンバイ動作させることができます。このように内部
ブロックが独立しているので、DS92LV18 は、単体のシリアライ
ザ、または単体のデシリアライザ、または全二重の SER/DESとし
て構成可能です。

DS92LV18 のシリアライザとデシリアライザは、それぞれ初期化、
データ転送、同期再確立の 3つの動作モードを持っています。ま
た、非動作モードとして、パワーダウンと TRI-STATE の 2 つの
モードがあります。

次の項でそれぞれの動作状態について説明します。

初期化
DS92LV18 がデータ送受信を行う前に、送受信の相手となる他
の DS92LV18とのリンクを初期化しなければなりません。初期化
とは、シリアライザおよびデシリアライザの PLLを、ローカル・クロッ
クに同期させることを意味します。ローカル・クロックは、システム
内で同一のクロック周波数を用いるか、または異なるクロック・ソー
スを用いている場合は規定の周波数範囲になければなりません。
初期化では、まずシリアライザの PLLをローカル・クロックに同期
させ、次にデシリアライザをシリアライザに同期させるステップを踏
みます。

ステップ 1: シリアライザ /デシリアライザ各チップに VCCが供給さ
れると、チップに内蔵された電源オン制御回路によって各出力は
TRI-STATEとなり、内部回路はディスエーブルにされます。VCC
の電圧値が VCC OK (2.2V)に達すると、それぞれの PLLはロー
カル・クロックに対してロックを開始します。シリアライザ側でのロー
カル・クロックは、送信クロック TCLK です。デシリアライザ側の
ローカル・クロックは、REFCLK です。ボード上の発振器または
他のクロック源から特定のクロック入力が TCLKおよび REFCLK
に供給されます。

シリアライザ側は PLLが TCLKにロックしている間、出力は TRI-
STATE 状態のままです。TCLKにロックした後、データまたは同
期パターンの送出準備が完了しています。ロック後に SYNC 端
子が "H"の場合、シリアライザ・ブロックは同期パターン (SYNC
パターン )を生成し出力します。

デシリアライザは、PLL が REFCLKにロックしている間は出力を
TRI-STATE状態に保ちます。また、デシリアライザの LOCK端
子は、RIN ＋ /－端子で受信したランダム・データまたは SYNC
パターンに PLLがロックするまでの間は "H"を出力します。

ステップ 2: 初期化の終了段階では、デシリアライザの PLLをシリ
アライザと同期させる必要があります。初期化モードの第 2 のス
テップでは、シリアライザからデシリアライザに対してランダム・デー
タ・パターン (非繰り返しパターン )または SYNCパターンを送出
しなければなりません。SYNCパターンの場合、デシリアライザは
ある時間範囲内でロックを完了します。ただし、ランダム・データ・
パターンの場合は、ロックに必要な時間はデータ・パターンに依存
するため一定ではありません。

シリアライザからLVDSデータ列として SYNCパターンが送られて
くる場合、デシリアライザは SYNC パターンからクロックの立ち上
がりエッジを検出し、それにロックします。シリアライザからの送出

データがランダム・データ・パターンの場合は、クロックの立ち上が
りエッジを検出してロックするまでに、一連の内部動作が必要とな
ります。この内部動作はデータ・パターンに依存するため、ロック
までの時間を特定することはできません。埋め込みクロックに対し
てデシリアライザの PLLがロックに成功した時点で、デシリアライ
ザの LOCK 端子は "L"となり、出力端子に出力されるデータは
有効になります。LOCK 信号が "L"に変化するタイミングと出力
端子に有効データが現れるタイミングは同じです。

シリアライザとデシリアライザ間のロックにSYNCパターンを使用す
るかランダム・データ・パターンを使用するかは、アプリケーション
により適切な方を選択します。SYNC パターンでの初期化を行う
のであれば、受信対象となるデシリアライザの LOCK 端子出力
を、シリアライザの SYNC端子に戻すのが簡単です。

データ転送
初期化が完了すると、シリアライザからデシリアライザに対する
データ転送が可能になります。シリアライザは 18 ビット・データ・
ビットの前後にスタート・ビットとストップ・ビットを付加してシリアル・
データ列を作成します。スタート・ビットは常に "H" で、ストップ・
ビットは常に "L"です。両ビットはシリアル・データ列における埋め
込みクロックとしても機能します。

シリアライザ・ブロックはパラレル・データ入力 DIN [0:17]のデー
タを受け取り、それらのデータをTCLKの立ち上がりエッジで内部
にラッチします。ただし、SYNC入力が 6 TCLKサイクルにわたっ
て "H"の場合は、DS92LV18はパラレル・データ入力 DIN [0:17]
の内部ラッチは行いません。

シリアライザは、TCLKの 20倍の周波数でデータとクロック・ビッ
ト(18＋ 2ビット)を送出します。例えば、TCLKが 60MHzなら
ば、シリアル転送レートは 60×20＝ 1200Mbpsとなります。ただ
し、入力データは 18 ビットですので、データ・ペイロードの転送
レートはTCLKの周波数の 18倍です。例えば、TCLKが 60MHz
ならば、ペイロードの転送レートは 60× 18＝ 1080Mbpsとなりま
す。TCLKはデータ・ソースから供給され、15MHz～ 66MHzの
範囲でなければなりません。

前述のようにデシリアライザがシリアライザに同期すると、LOCK
端子は "L"になり、データ出力 ROUT [0:17]は有効になります。
デシリアライザはロックした埋め込みクロックから複数の内部デー
タ・ストローブ信号を生成し、また復元したクロックをRCLK端子
に出力します。データ出力 ROUT [0:17] は復元したクロック
(RCLK出力 )に同期しています。繰り返しになりますが、データ
出力 ROUT [0:17]は LOCKが "L"のとき有効で、"H"のときは
無効です。

ロック周波数 66MHzにおいて、デシリアライザの ROUT [0:17]、
LOCK、RCLK端子はそれぞれ、少なくとも3つの CMOS入力
ゲート (typ 15pF 負荷 )をドライブできます。このドライブ能力によ
り、複数のデシリアライザ出力をバス接続し、複数の ASICに入
力することが可能になります。REN端子によってデシリアライザの
RCLK端子と4本の ROUTn端子をTRI-STATEにできます。

デシリアライザの入力端子は、電源オフ状態 (VCC＝ 0V)または
デシリアライザ・ブロックがパワーダウン状態 (RPWDN＝ "L")の
とき、ハイ・インピーダンスになります。

同期再確立
デシリアライザはロックを失うと自動的に同期の再確立を試みま
す。例えば、埋め込みクロック・エッジを 2 回にわたって検出で
きなかった場合、デシリアライザの PLLはロックを失い、LOCK端
子は "H" になります。続いてデシリアライザはランダム・データに
対してロックを試みる動作モードに移ります。埋め込みクロック・
エッジを探し、それが検出されると同期プロセスに進みます。
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LOCK端子の論理レベルはデータ出力ROUTの有効性を示して
おり、LOCKが "L"ならば有効です。システムは ROUTが有効
かどうか、常に LOCK 端子を監視していなければなりません。
PLLが入力シリアル・データ列に対するロックを失ってからLOCK
信号が "H"に変化するまでに時間的な遅れが存在します。した
がって、LOCK信号が "H"になる前に受信したデータも有効でな
いことがあり得るという前提でシステムを設計しなければなりませ
ん。

再同期確立は初期化と同様に、ランダム・パターンで行う方法と
シリアライザの SYNCピンにパルスを入力してSYNCパターンによ
り一定時間で同期させる方法とがあります。ロックに要する時間
はシリアル・データ列のデータ・パターンに依存します。ランダム・
パターンに対するロック時間は、デシリアライザがパワーアップした
ときの、入力データと REFCLK との最初の位相関係に依存しま
す。一方、SYNCパターンを用いて強制的に同期確立を行う利
点は、PLLが再ロックするまでの時間を設計者が把握できる点に
あります。どちらを選択するかは設計者の判断にゆだねられます。
一つの推奨方法として、デシリアライザの LOCK出力を、SYNC
パターン要求としてシリアライザのSYNC入力にフィードバックする
方法があります。

ところで繰り返しデータ・パターンはその中の "L"→ "H"遷移がス
トップ・ビットとスタート・ビットとして誤認識される可能性があるた
め、デシリアライザは繰り返しパターンを検出すると、PLLのロック
を行わず埋め込みクロックの代わりにデータ・パターンにロックして
しまうのを防ぎます。そのような繰り返しパターンをRMT (repetitive
multi-transition)と呼びます。RMTは、各転送サイクルに一つ以
上の "L"→ "H"遷移があり、それが複数の転送サイクルにわたっ
て続くパターンです。たとえば任意のビット(DIN 17以外 )が "L"
で続くビットが Hだと、"L"→ "H"遷移が起こります。内部回路
は、埋め込みクロックの可能性があるパターンが、1 つの転送サ
イクルに 2つ以上あるかどうかを検出します。RMTパターンを検
出すると、データ・パターンが変化するまで内部回路は LOCK出
力をアクティブにしません。データが RMTパターンから他のパター
ンに変わり、内部回路がシリアル・データ・ストリームの埋め込み
クロック・ビットを認識できるようになると、デシリアライザは PLLを
ロックし、LOCK出力を "L"にドライブするとともに ROUT出力を
有効にします。

パワーダウン
パワーダウン・モードでは、シリアライザまたはデシリアライザは低
電力スリープ・モードとなり、初期化モードへの移行を待っている
状態ともいえます。また、データ転送要求がないときに TPWDN
および RPWDN を制御して消費電力を低減することもできます。
RPWDNを "L" にすると、デシリアライザはパワーダウン・モード
に入ります。パワーダウン・モードでは、デシリアライザの PLLは
停止し、出力は TRI-STATE状態となって、消費電流はμAオー
ダーに低減されます。

RPWDNを "H"にすると、デシリアライザはパワーダウン・モード
から戻り、自動的に初期化モードに移ります。システムはデータ転
送を開始する前に、初期化に必要な時間を見込んでおかなけれ
ばなりません。

一方、TPWDNを "L"にすると、シリアライザ・ブロックは低消費
電力のパワーダウン・モードに入り、消費電流はμAオーダーに低
減されます。パワーダウン・モードでは、PLL は停止し、出力は
TRI-STATEになります。

シリアライザをパワーダウン・モードから戻すには、TPWDNを "H"
にします。シリアライザがパワーダウン・モードから戻る際に、PLL
が TCLK にロックするまでは初期化モードには移行しません。シ
ステムはデータ転送を開始する前に、これらの初期化に必要な時
間を見込んでおかなければなりません。

TRI-STATE
システムが REN端子を "L"にすると、デシリアライザ出力は TRI-
STATE 状態になります。対象となる端子はデシリアライザ出力
ROUT [0:17]とRCLKです。TRI-STATE状態に移る前と制御
端子 (RPWDN)の状態が同じであれば、システムが REN 端子
を"H"にすることでデシリアライザはTRI-STATEに移る直前の動
作モードに戻ります。

システムが DEN端子を "L"にすると、シリアライザ LVDS出力は
TRI-STATE状態になります。TRI-STATE状態に移る前と制御端
子の状態が同じであれば、システムが DEN端子を "H"にするこ
とでシリアライザは TRI-STATE に移る直前の動作モードに戻りま
す。

ループバック・テスト動作
DS92LV18は、デバイスの内部機能、および伝送線路の短絡や
切断の有無をテストする2種類のループバック・モードを備えてい
ます。LINE_LE 端子を "H" にしてライン・ループバック・モード
に設定すると、シリアル入力データ (RIN＋ /－ ) はデシリアライ
ザ・ブロックでパラレル・データに復元されて、パラレル・データ出
力端子 (ROUT [0:17])に出力するとともにシリアライザに送られ、
再度シリアル・データ列に変換してシリアル・データ出力端子 (DO
＋ /－ )からも出力されます。すなわち、伝送線路からシリアル・
データ入力端子 (RIN＋ /－ )に入力されたシリアル・データは、
デシリアライザとシリアライザの両ブロックを経由して再び伝送線
路に戻されます。

LINE_LE 端子を "H"にしてローカル・ループバック・モードに設
定すると、パラレル入力データ (DIN [0:17])はシリアライザでシリ
アル・データ列に変換されたあと、内部でデシリアライザに戻され
パラレル・データに復元され、パラレル・データ出力端子 (ROUT
[0:17])から出力されます。すなわち、パラレル・データ入力端子
に入力されたデータは、シリアライザとデシリアライザのすべての
機能ブロックを経由して再びパラレル・データ出力端子に出力され
ます。ローカル・ループバック・モード中は、シリアル・データ出
力 (DO＋ /－ )はディスエーブルになります。

通常モード、ライン・ループバック・モード、ローカル・ループバッ
クモード間で動作モードを切り替えたときにはデシリアライザは再
ロックが必要です。シリアライザとデシリアライザを再同期させるに
は、TCLKの周波数とREFCLK周波数は± 5％以内になくては
なりません。

アプリケーション情報

DS92LV18の使用

DS92LV18 はシリアライザとデシリアライザを 1 つのチップに結合
したもので、18ビットのパラレル TTLデータを最大 1.32Gbpsのシ
リアル Bus LVDSで転送します。入力データのシリアル化は、シ
リアライザに内蔵された PLLを用いて行われ、データに 2ビットの
クロック情報が埋め込まれます。デシリアライザの内蔵 PLL は、
別の基準クロック REFCLKを用いて受信データ列からクロック情
報とデータを抽出します。また、デシリアライザは受信クロック情報
から PLL のロック状態を決定し、LOCK 出力によりロックが外れ
たことを示します。

電源に関する考慮事項

シリアライザ、デシリアライザともに CMOSデバイスであるため、ど
ちらも低消費電力です。さらに定電流源の性質を持つ差動の
LVDSの採用により、CMOS設計における周波数と ICCの相関
カーブの勾配が小さくなっています。
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デシリアライザの電源投入

REFCLK 入力はデシリアライザが電源オンされる前から入力でき
ますが、入力データにロックさせるために供給し続けなければなり
ません。デシリアライザの出力は、データ受信を検知して入力シ
リアル・データ列にロックがかかるまでは TRI-STATEのままです。

ノイズ・マージン

デシリアライザのノイズ・マージンとは、デシリアライザが確実に
データを受信できる、入力ジッタ (位相ノイズ )の総和です。さま
ざまな環境条件やシステム上の要因が関係します。
シリアライザ : TCLKジッタ、VCCノイズ (ノイズ帯域幅と帯域

外ノイズ )
伝送メディア : ISI、VCMノイズ
デシリアライザ : VCCノイズ

Figure 17にノイズ・マージンの考え方を図示します。

ロック喪失からの復帰

データ転送中にデシリアライザのロックが外れた場合、既に受信
したデータのうち最大 5サイクル分が無効となります。これはロック
検出回路の遅延によるためです。ロック検出回路は、ロック喪失
を検知するために2列分の無効なクロック情報を受信する必要が
あります。クロック情報が失われているため、該当サイクルのデー
タも失われます。デシリアライザの LOCKピンが LOWになった場
合は、ロックが回復したあとで少なくとも直前の5サイクル分のデー
タを再送する必要があります。

「機能説明」の項の「同期再確立」で述べたように、シリアラ
イザが SYNC パターン、またはデータ・パターンに依存して同期
に時間を要するランダム・パターンを送出することにより、デシリア
ライザはロックを回復します。

入力フェイル・セーフ

デシリアライザとシリアライザの接続が切り離された場合、もしくは
デシリアライザの同期が外れた場合、デシリアライザの回路が、
入力端子のノイズをデータまたはクロックとして誤認識しないように
働きます。このとき出力（ROUT[0:17] とRCLK）はHighになり
ます。

活線挿抜

次の規則に従えば、すべての LVDSデバイスは LVDSバスに対
して活線挿抜が可能です。接続時はグラウンド端子を最初に接
続し、続いてVCC端子、最後に I/O端子の順で接続します。抜
くときは、I/O端子、VCC端子、グラウンド端子の順で切り離して
ください。

プリント基板と電源系の注意事項

BLVDSデバイスを搭載するプリント基板は、デバイスに対してノイ
ズの少ない電源を供給するように、レイアウトと層構成を設計しな
ければなりません。優れたレイアウトでは、不必要にノイズを拾っ
たり帰還や干渉を最小にするために、高い周波数の信号および
高レベルの入出力信号の分離を行います。また、2ミルから 4ミ
ル程度の薄い誘電体材料を電源層とグラウンド層の間に挟むと、
電源系の性能を大きく改善できる場合があります。つまり、この方
式によりプリント基板の電源層の容量が増えるため、とくに50MHz
以上の高周波の電源ノイズに対するフィルタ特性を改善する効
果があり、併せて外付けバイパス・コンデンサの容量や配置に対
する条件を緩やかにします。外付けバイパス・コンデンサは、高
周波セラミック・コンデンサとタンタル電解コンデンサの両方を用い
てください。高周波セラミック・コンデンサの値は、0.01μF から
0.1μF の範囲を使用します。また、タンタル・コンデンサの値は、

2.2μFから 10μFの範囲です。タンタル・コンデンサの電圧定格
は、使用する電源電圧の 5倍以上にします。

各電源ピンと高周波バイパス・コンデンサのハンダ・パターンには、
2 つのスルーホールを設けることを推奨します。スルーホールを 2
つにすると、電源またはグラウンドに対するインダクタンス成分が最
高で 1/2に低減されるため、バイパス・コンデンサの実効周波数
が向上します。電源端子の可能な限り近くに高周波バイパス・コ
ンデンサを配置し、またコンデンサの配線パターンは、インピーダ
ンスを下げるため通常の 50Ω配線ではなく、配線幅を広く取って
ください。コンデンサには寄生インダクタンス分が少ない表面実装
品を推奨します。1 つの電源ピンに複数のコンデンサを設ける場
合は、容量の小さなコンデンサの方を端子側に置きます。また大
容量コンデンサをプリント基板の電源接続部分に設けてくださ
い。低周波スイッチング・ノイズを平滑化する容量は 50μF から
100μFの範囲が一般的です。電源端子とグラウンド端子は電源
層およびグラウンド層に直接接続し、またバイパス・コンデンサは
コンデンサの両端に設けたビアを経由して電源層およびグラウンド
層に接続することを推奨します。電源端子またはグラウンド端子
からバイパス・コンデンサへ配線を行うと、電源系のインダクタンス
分を増加させてしまうからです。

外付けのバイパス・コンデンサは、静電容量の温度依存性が小
さい X7R 特性の、0603 等の小型チップ・コンデンサを推奨しま
す。寸法が小さいため、コンデンサの寄生インダクタンス分も小さ
いという利点があります。なお設計の際には、通常 20から30MHz
の範囲にある外付けバイパス端子コンデンサの共鳴周波数に注
意してください。また効果的なバイパスを行うために、複数のコン
デンサを用いて、対象となる周波数に対する電源系のインピーダ
ンスを下げる手法がしばしば使われます。系の動作周波数が高
い場合は、高周波のインピーダンスを下げるため、電源端子また
はグラウンド端子から各層に対して 2 つのビアを設ける手法もよく
用いられています。

デバイスによっては、内部の回路部分ごとに電源端子とグラウンド
端子が分離されているものがあります。電源系を分離する目的
は、スイッチング・ノイズの影響を回路間で遮断するためです。こ
のようなデバイスに対して、通常、プリント基板の層を分ける必要
はありません。一般にデバイスの端子説明から、どの電源 /グラ
ウンドのペアがどの回路部分に対応するかが分かります。なお場
合によっては、PLL のようなノイズに敏感な回路部分にクリーンな
電源を供給するために、外部フィルタを用いるときがあります。

LVDS システムのプリント基板は、電源層とグラウンド層を含む 4
層以上のものを採用してください。CMOS (TTL)信号系は、LVDS
信号にカップリングするのを防ぐため、LVDS信号系から離して配
置しなければなりません。LVDS インターコネクトは一般的に、近
接によってクローズド・カップリングとした 100Ωの差動線路を推奨
します。クローズド・カップリングされた線路は、カップリング・ノイ
ズはレシーバ端でコモンモードとして現れるため除去されます。ま
たクローズド・カップリングの線路は、放射ノイズが少ない利点も
備えます。

LVDSインターコネクトでは終端が必要です。ポイント・ツー・ポイ
ント型の接続では、負荷端に終端を置かなければなりません。標
準的な値は、線路の差動インピーダンスに整合する 100Ωです。
抵抗をレシーバ入力の可能な限り近くに配置し、レシーバから終
端抵抗までのスタブ長は最短にしてください。

LVDSに関するそのほかの一般的な設計ガイドラインは、「LVDS
オーナーズ・マニュアル」として、当社ウェブサイトに PDF 形式
で用意しています (http://www.national.com/JPN/appinfo/lvds/)。

以下にDS92LV18に関する設計ガイドを示します。
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DS92LV18 BLVDS シリアライザ /デシリアライザのペア

以下は DS92LV18 に関する設計ガイドです。基板レベルおよび
システム・レベルで規定されるそのほかの正確な設計ガイドにつ
いては触れていません。本ガイドでは、基板の層構成、電源供
給、電源、集積回路の電源で必要となるそのほかの事項につい
て述べています。

DVDD＝デジタル回路部用電源端子

DVDDは、DS92LV18のデジタル回路部とレシーバの出力バッファ
に対する電源端子です。レシーバの DVDD は、出力が同期ス
イッチング動作を行うため、充分なバイパスを行う必要があります。
トランスミッタの DVDD は、設計上それほどクリティカルではありま
せん。レシーバの各 DVDD 端子は、それぞれ 4 個の出力バッ
ファに電源を供給しています。ローカル・キャパシタンスに必要な
容量の推定によると、少なくとも22nFが必要であることを示してい
ます。バイパス・コンデンサの値は、最大短絡電流 (4 × 70 ＝
280mA)の 4倍にデバイスの立ち上がり時間 (4ns)を乗じ、VDD
の最大許容電圧低下 (50mVと仮定 )で除して求めると、最小で
も22.4nFが必要であると見積もられます。コンデンサの系列容量
に繰り上げ、0.1μFを各 DVDDピンに使用してください。

PVDD＝ PLL回路部用電源端子

PVDDは PLL回路に対する電源端子です。DS92LV18は 2系
統の PLLと電源端子を備えています。PLLはジッタを抑えるため
に、クリーンな電源を必要とします。電源に 300kHz から 1MHz
のノイズが重畳していると出力ジッタが増加してしまいますが、電
源によってはスイッチング周波数、またはその高調波がこの周波
数帯に存在します。そのためノイズ帯のフィルタが必要になる場
合があります。安定した VDDを得るには、高周波 (クロック基本

周波数 )に対して良好な特性を持ち、かつノイズ帯を除去できる
ノッチ・フィルタが最適です。ノッチ・フィルタはπ型フィルタ (CRC
接続または CLC 接続 )で構成できます。フィルタの直列抵抗分
により電圧降下が生じる可能性があるため、各 PLL個別にフィル
タを設けるようにしてください。またπ型フィルタは PVDD端子に
近接して配置する必要があります。なお 2系統の PVDDに対し
て電源層を分ける必要はありません。

AVDD＝ LVDS回路部用電源端子

AVDDは LVDS 回路に対する電源端子です。DS92LV18は 4
本の AVDD端子を備えています。ただし回路の特質上、それら
端子に流れる電流は大きくはありません。したがってバイパス・コ
ンデンサは各ピンとも0.1μFで充分です。実装面積に余裕がある
場合は、高周波に対するフィルタとして、0.1μFコンデンサに並列
に 0.01μFのコンデンサを接続してください。

グラウンド

AGNDは、LVDS信号のコモンモード電流のリターンとして LVDS
ケーブルのコモン信号に接続してください。LVDS 電流はほとん
どが奇数モードとして流れるので、インターコネクトペア内でリター
ンします。ただし一部の電流は、ノイズ・カップリングやドライバの
不平衡等により偶数モードとして流れます。偶数モードの電流は、
低インピーダンスの経路を設けてリターンさせなくてはなりません。

そのためDVDD、PVDD、AVDDは、一様な面としてグラウンド
層を構成することを推奨します。層に切れ目など不連続箇所が存
在すると、グラウンド・ループが構成されたり、デバイスの各グラウ
ンド端子におけるグラウンド電位に差異を生じる恐れがあるからで
す。

真理値表
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DS92LV16とDS92LV18のピン割り当ての相違

DS92LV16とDS92LV18の両方に対応するプリント基板設計

DS92LV16使用時の注意 :

DS92LV16の 3ピンと18ピンは CONFIG1端子とCONFIG2端子です。クロックの立ち上がり /立ち下
がりエッジによってサンプルされる制御信号ではありません。これら端子は HIGHに固定し動作中は変化
させてはなりません。

FIGURE 21.   
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端子説明

Note 11: 開放にした場合、内蔵プルダウン回路によって入力デフォルトは LOWとなります。

端子番号 端子名 I/O 説明

1 RPWDN CMOS, I RPWDN＝ "L"でデシリアライザを低消費電力のスタンバイ・モー
ドにします。デシリアライザの PLLはロックを失います。 (Note 11)

2 REN CMOS, I REN＝ "L"でデシリアライザ出力をTRI-STATEにします。デシリ
アライザの PLLはロックを維持します (「LOCK端子の説明」を
参照 )。 (Note 11)

4 REFCLK CMOS, I デシリアライザ回路用の基準クロック入力です。

5, 10, 11, 15 AVDD アナログ回路用の電源です。

6, 9, 12, 16 AGND アナログ回路のグラウンドです。

7 RIN＋ LVDS, I デシリアライザの LVDS非反転差動入力です。

8 RIN－ LVDS, I デシリアライザの LVDS反転差動入力です。

13 DO＋ LVDS, O シリアライザの LVDS非反転差動出力です。

14 DO－ LVDS, O シリアライザの LVDS反転差動出力です。

17 TCLK CMOS, I シリアライザの基準クロック入力です。入力データDINのラッチ・
ストローブ、およびシリアライザ PLLのロックに使用されます。「シ
リアライザの TCLKに対するタイミング仕様」の項を参照してくださ
い。

19 DEN CMOS, I DEN＝ "L"でシリアライザ出力をTRI-STATEにします。シリアラ
イザの PLLはロックを維持します。 (Note 11)

20 SYNC CMOS, I SYNC＝ "H"で、(複数の )デシリアライザでロックを行うための基
準パターンとして、シリアライザはデータ入力を無視して SYNCパ
ターンを送信します。「機能説明」の項を参照してください。
(Note 11)

3, 18, 21, 22, 23, 24,
25, 26, 27, 28, 33, 34,
35, 36, 37, 38, 39, 40

DIN (0:17) CMOS, I シリアライザへのパラレル・データ入力です。 (Note 11)

29,32 PGND PLL回路のグラウンドです。

30,31 PVDD PLL回路用の電源です。

41, 44, 51, 52, 59, 60,
61, 68

DGND デジタル回路のグラウンドです。

42 TPWDN CMOS, I TPWDN＝ "L"で、シリアライザを低消費電力のスタンバイ・モー
ドにします。シリアライザの PLLはロックを失います。 (Note 11)

43, 50, 53, 58, 69 DVDD デジタル回路用の電源です。

45, 46, 47, 48, 54, 55,
56, 57, 62, 64, 65, 66,
67, 70, 71, 72, 73, 80

ROUT (0:17) CMOS, O デシリアライザのパラレル・データ出力です。

49 RCLK CMOS, O 復元クロックです。埋め込みクロックから抽出されたパラレル・デー
タ・クロックが出力されます。本クロックはデバイス内部でROUT 
[0:17]のストローブとして用いられます。出力は LVCMOSレベル
です。

63 LOCK CMOS, O LOCKはデシリアライザ PLLのロック状態を示します。LOCK＝
"H"のときデシリアライザの PLLはロックされておらず、"L"のとき
ロックされていることを示します。

74,76 PGND PLL回路のグラウンドです。

75,77 PVDD PLL回路用の電源です。

78 LINE_LE CMOS, I LINE_LE＝ "H"のとき、ライン・ループバック・モードになります。
RIN＋ /－から受信されたシリアル・データは、DO＋ /－から伝送
線路に戻されます。 (Note 11)

79 LOCAL_LE CMOS, I LOCAL_LE＝ "H"のとき、ローカル・ループバック・モードになりま
す。DIN [0:17]から入力されたパラレル・データは ROUT [0:17]
から出力されます。 (Note 11)
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生命維持装置への使用について
ナショナル セミコンダクター社の製品は、ナショナル セミコンダクター社の最高経営責任者 (CEO) および法務部門 (GENERAL
COUNSEL)の事前の書面による承諾がない限り、生命維持装置または生命維持システム内のきわめて重要な部品に使用することは
認められていません。
ここで、生命維持装置またはシステムとは（a）体内に外科的に使用されることを意図されたもの、または (b)生命を維持あるいは
支持するものをいい、ラベルにより表示される使用法に従って適切に使用された場合に、これの不具合が使用者に身体的障害を与
えると予想されるものをいいます。重要な部品とは、生命維持にかかわる装置またはシステム内のすべての部品をいい、これの不
具合が生命維持用の装置またはシステムの不具合の原因となりそれらの安全性や機能に影響を及ぼすことが予想されるものをいい
ます。

本資料に掲載されているすべての回路の使用に起因する第三者の特許権その他の権利侵害に関して、弊社ではその責を負いません。
また掲載内容は予告無く変更されることがありますのでご了承ください。

ナショナル セミコンダクター ジャパン株式会社
本社／〒 135-0042 東京都江東区木場 2-17-16 TEL.(03)5639-7300

技術資料（日本語 /英語）はホームページより入手可能です。 www.national.com/jpn/

このドキュメントの内容はナショナル セミコンダクター社製品の関連情報として提供されます。ナショナル セミコンダクター社
は、この発行物の内容の正確性または完全性について、いかなる表明または保証もいたしません。また、仕様と製品説明を予告な
く変更する権利を有します。このドキュメントはいかなる知的財産権に対するライセンスも、明示的、黙示的、禁反言による惹起、
またはその他を問わず、付与するものではありません。
試験や品質管理は、ナショナル セミコンダクター社が自社の製品保証を維持するために必要と考える範囲に用いられます。政府が
課す要件によって指定される場合を除き、各製品のすべてのパラメータの試験を必ずしも実施するわけではありません。ナショナ
ル セミコンダクター社は製品適用の援助や購入者の製品設計に対する義務は負いかねます。ナショナル セミコンダクター社の部品
を使用した製品および製品適用の責任は購入者にあります。ナショナル セミコンダクター社の製品を用いたいかなる製品の使用ま
たは供給に先立ち、購入者は、適切な設計、試験、および動作上の安全手段を講じなければなりません。
それら製品の販売に関するナショナル セミコンダクター社との取引条件で規定される場合を除き、ナショナル セミコンダクター社
は一切の義務を負わないものとし、また、ナショナル セミコンダクター社の製品の販売か使用、またはその両方に関連する特定目
的への適合性、商品の機能性、ないしは特許、著作権、または他の知的財産権の侵害に関連した義務または保証を含むいかなる表
明または黙示的保証も行いません。

National Semiconductorとナショナル セミコンダクターのロゴはナショナル セミコンダクター コーポレーションの登録商標です。その他のブランド
や製品名は各権利所有者の商標または登録商標です。
Copyright © 2006 National Semiconductor Corporation
製品の最新情報については www.national.com をご覧ください。

外形寸法図 単位はmillimeters

Dimensions shown in millimeters only
Order Number DS92LV18TVV
NS Package Number VHG80A
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